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■ 概要 
YMW820 (NSX-1) は、3 種類の音源機能を内蔵した音源 LSI です。 

● Real Acoustic Sound 
生楽器に迫る圧倒的な音質と表現力をもつ音源方式です。他に比類のないヤマハ独自の

音源方式です。 

● eVocaloidTM (*1) 
ヤマハ独自の歌声合成技術 VOCALOIDTMを、LSI 組み込み用に最適化しました。 

● GM (General MIDI) 音源 
最大 64音同時発音の高品位なWavetable音源です。Real Acoustic Soundまたは eVocaloidTM

と同時に出力できます。 

(*1) Real Acoustic Sound と eVocaloidTMを同時に出力することはできません。 

 

外部 CPU は、少ない処理負荷で YMW820 をコントロールできます。 

複数のパワーオフモード／パワーセーブモードを搭載し、モバイルアプリケーションに適し

た、細かな電源制御にも対応できます。 
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■ 特徴 YMW820 

■ 特徴 
● 3 種類の音源機能を、ハードウェア音源と内蔵の高性能プロセッサーで実現しています。 

 

【音源部仕様】 

● 最大 64 音同時発音 Wave Table 音源。 
· サンプリング周波数 44.1kHz。 

· 大容量波形メモリー内蔵。 

 標準 2Mbyte RAM。 

3Mbyteの内蔵RAMから、任意の容量を波形メモリーに割り当てることができます。

（最大 2Mbyte まで）。残りは、内部 CPU 用 2nd メモリーとして使われます。 

 GM（General MIDI）音色 ROM 搭載。 

· エフェクター用 DSP 搭載。 

· デジタルオーディオ入力 2 系統。 

 I2S ／ 前詰め ／ 後詰め ／ PCM フォーマット対応。 

 サンプリング周波数 8kHz～48kHz 対応。 

 マスター ／ スレーブ両対応。 

· デジタルオーディオ出力 2 系統。 

 I2S ／ 前詰め／ 後詰め／ PCM フォーマット対応。 

 サンプリング周波数 8kHz～48kHz 対応。 

 マスター ／ スレーブ両対応。 

 

【内部 CPU 仕様】 

● 2 命令同時実行型の高性能 32bit RISC-CPU 内蔵。 

● 動作周波数 135.4752MHz、67.7376MHz より選択。 

● キャッシュ内蔵（命令用 8Kbyte、データ用 8Kbyte）。 

● 大容量メモリー内蔵。 
· 1st ワークメモリー。 

CPU からノーウエイトアクセス可能。 

· 2nd ワークメモリー （標準 1Mbyte）。 

3Mbyte の内蔵 RAM から、任意の容量を 2nd ワークメモリーに割り当てることができま

す（最大 3Mbyte まで）。残りは、波形メモリーとして使われます。 

● DMAC、タイマーカウンター、ウォッチドッグタイマー、IRQ コントローラー内蔵。 

● 3 本の GPIO 搭載。 
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■ 特徴 YMW820 

● 音声信号処理。 
· 外部 CPU、音源出力もしくはデジタルオーディオ入力を内部 CPU に渡すことが可能。  

· 内部 CPU で処理したデータを音源出力等とミキシング可能。 

● ホスト CPU インターフェイス。 
· 8 / 16bit 切り替え式のパラレルバス搭載。 

· SPI 搭載。4 種類の入出力フォーマットに対応。 

モード０: 正パルス、ラッチ先行 

モード１: 正パルス、シフト先行 

モード２: 負パルス、ラッチ先行 

モード３: 負パルス、シフト先行 

 

【パッケージ仕様】 

● 80 ピン SQFP  鉛フリー対応 (YMW820-SZ) 

● 12mm × 12mm 

● ピンピッチ 0.5mm 
 

【電源仕様】 

● コア電圧 (DVDD)： 1.02 V ～ 1.20 V (標準 1.10 V) 

● I/O 電圧 (IOVDD*)： 1.65 V ～ 3.60 V 
 

【その他仕様】 

● パワーオフモード ／ パワーセーブモード搭載。 
複数のパワーオフモード ／ パワーセーブモードを搭載し、未使用時には消費電力を最小限

に抑えることができます。 
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■ 端子配置図 YMW820 

■ 端子配置図 
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図1.  端子配置図 80ピン SQFP (Top View) 
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■ 端子機能 YMW820 

■ 端子機能 
No. Pin name I/O Power 

supply Function 

1 DVDD P － 内蔵回路用電源 (1.1V) 

2 EA3 
/ SPI_MODE I IOVDD1 

(EIFSEL="L") CPU パラレルバスインターフェイス 
アドレス 3端子 
(EIFSEL="H") SPI モード端子 

3 EA2 / ESI I IOVDD1 
(EIFSEL="L") CPU パラレルバスインターフェイス 
アドレス 2端子 
(EIFSEL="H") SPI データ入力端子 

4 EA1 / ESCK I IOVDD1 
(EIFSEL="L") CPU パラレルバスインターフェイス 
アドレス 1端子 
(EIFSEL="H") SPI クロック入力端子 

5 EA0 / ESS_N I IOVDD1 
(EIFSEL="L") CPU パラレルバスインターフェイス 
アドレス 0端子 
(EIFSEL="H") SPI チップセレクト端子 

6 DGND G － デジタル用グラウンド 
7 DGND G － デジタル用グラウンド 
8 N.C. N.C. －  
9 IOVDD3 P － 端子電源 (1.65V～3.60V) 

10 CLKI Ish / 
Itcxo IOVDD3 クロック入力端子 (10MHz～27MHz) 

11 PLLGND G － PLL 用グラウンド 
12 PLLVDD P － PLL 用電源 (1.1V) 
13 DVDD P － 内蔵回路用電源 (1.1V) 
14 DGND G － 内蔵回路、端子用グラウンド 
15 RST_N Ish IOVDD2 ハードウェアリセット端子 
16 TEST_N Ish IOVDD2 テスト端子。IOVDD2端子に接続してください。 
17 RXD Ish IOVDD2 データ入力端子 
18 DVDD P － 内蔵回路用電源 (1.1V) 
19 N.C. N.C. －  
20 DGND G － 内蔵回路、端子用グラウンド 
21 IOVDD2 P － 端子電源 (1.65V～3.60V) 
22 TXD O IOVDD2 データ出力端子 
23 GPIO2 I/O IOVDD2 GPIO端子 
24 GPIO1 I/O IOVDD2 GPIO端子 
25 GPIO0 I/O IOVDD2 GPIO端子 
26 DGND G － 内蔵回路、端子用グラウンド 
27 SDI0 I IOVDD2 デジタルオーディオ #0 データ入力端子 
28 DVDD P － 内蔵回路用電源 (1.1V) 
29 N.C. N.C. －  
30 IOVDD2 P － 端子電源 (1.65V～3.60V) 
31 BCLK0 I/O IOVDD2 デジタルオーディオ #0 ビットクロック端子 
32 LRCK0 I/O IOVDD2 デジタルオーディオ #0 LRクロック端子 
33 BCLK2 I/O IOVDD2 デジタルオーディオ #2 ビットクロック端子 
34 LRCK2 I/O IOVDD2 デジタルオーディオ #2 LRクロック端子 
35 SDO2 O IOVDD2 デジタルオーディオ #2 データ出力端子 
36 LRCK1 I/O IOVDD2 デジタルオーディオ #1 LRクロック端子 
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■ 端子機能 YMW820 

No. Pin name I/O Power 
supply Function 

37 BCLK1 I/O IOVDD2 デジタルオーディオ #1 ビットクロック端子 
38 SDI1 I IOVDD2 デジタルオーディオ #1 データ入力端子 
39 IOVDD2 P － 端子電源 (1.65V～3.60V) 
40 DGND G － 内蔵回路、端子用グラウンド 
41 DVDD P － 内蔵回路用電源 (1.1V) 
42 BCLK3 I/O IOVDD2 デジタルオーディオ #3 ビットクロック端子 
43 LRCK3 I/O IOVDD2 デジタルオーディオ #3 LRクロック端子 
44 SDO3 O IOVDD2 デジタルオーディオ #3 データ出力端子 
45 IRQ_N O IOVDD2 割り込み出力端子 
46 IOVDD2 P － 端子電源 (1.65V～3.60V) 
47 TEST2_N Ish IOVDD2 テスト端子。DGND端子に接続してください。 
48 DVDD P － 内蔵回路用電源 (1.1V) 
49 DGND G － 内蔵回路、端子用グラウンド 
50 IOVDD1 P － 端子電源 (1.65V～3.60V) 
51 ED15 I/O IOVDD1 CPU パラレルバスインターフェイス データ 15端子 
52 ED14 I/O IOVDD1 CPU パラレルバスインターフェイス データ 14端子 
53 ED13 I/O IOVDD1 CPU パラレルバスインターフェイス データ 13端子 
54 ED12 I/O IOVDD1 CPU パラレルバスインターフェイス データ 12端子 
55 ED11 I/O IOVDD1 CPU パラレルバスインターフェイス データ 11端子 
56 ED10 I/O IOVDD1 CPU パラレルバスインターフェイス データ 10端子 
57 ED9 I/O IOVDD1 CPU パラレルバスインターフェイス データ 9端子 
58 ED8 I/O IOVDD1 CPU パラレルバスインターフェイス データ 8端子 
59 DGND G － 内蔵回路、端子用グラウンド 
60 N.C. N.C. －  
61 DVDD P － 内蔵回路用電源 (1.1V) 

62 ECPU8BIT I IOVDD1 CPU パラレルバスインターフェイス ビット幅選択
端子 

63 IOVDD1 P － 端子電源 (1.65V～3.60V) 
64 ED7 I/O IOVDD1 CPU パラレルバスインターフェイス データ 7端子 
65 ED6 I/O IOVDD1 CPU パラレルバスインターフェイス データ 6端子 
66 ED5 I/O IOVDD1 CPU パラレルバスインターフェイス データ 5端子 
67 ED4 I/O IOVDD1 CPU パラレルバスインターフェイス データ 4端子 
68 ED3 I/O IOVDD1 CPU パラレルバスインターフェイス データ 3端子 
69 ED2 I/O IOVDD1 CPU パラレルバスインターフェイス データ 2端子 
70 ED1 I/O IOVDD1 CPU パラレルバスインターフェイス データ 1端子 
71 ED0 I/O IOVDD1 CPU パラレルバスインターフェイス データ 0端子 
72 IOVDD1 P － 端子電源 (1.65V～3.60V) 
73 N.C. N.C. －  
74 DVDD P － 内蔵回路用電源 (1.1V) 
75 EIFSEL I IOVDD1 パラレルバス ／ SPI 選択端子 
76 DGND G － 内蔵回路、端子用グラウンド 

77 ECS_N I IOVDD1 CPU パラレルバスインターフェイス チップセレク
ト端子 

78 ERD_N I IOVDD1 CPU パラレルバスインターフェイス リード端子 

79 EWR_N 
/ ESO I/O IOVDD1 

(EIFSEL="L") CPU パラレルバスインターフェイス 
ライト端子 
(EIFSEL="H") SPI データ出力端子 
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■ 端子機能 YMW820 

No. Pin name I/O Power 
supply Function 

80 EA4 
/ HOLD_N I IOVDD1 

(EIFSEL="L") CPU パラレルバスインターフェイス 
アドレス 4端子 
(EIFSEL="H") SPI ホールド端子 

 
 

端子の記号説明 
I デジタル入力 
O デジタル出力 
I/O デジタル入出力 
Ish デジタル入力（シュミット） 
Itcxo デジタル入力（TCXO） 
P 電源系 
G グラウンド 
N.C. No Connection（チップ内部無接続） 

 

N.C.：No Connection 

チップ内部のどこにも接続されていませんので、基板上の電源、グラウンド、信号と接続しても問

題ありません。また、電気的に無接続な、独立したランドパターンとの接続も問題ありません。 

 

電源系統はすべて分離されています。 

また、すべてのグラウンド端子は、LSI 内部でシリコン基板（Substrate）を介して接続されていま

す。 
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■ ブロック図 YMW820 

 

■ ブロック図 
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図2.  ブロック図 
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■ ブロック図 YMW820 

 

〈EXTERNAL REG〉 
EXTERNAL REG は、外部 CPU とのインターフェイスとなるレジスタです。 

COMMON REG などを間接参照することができます。 

〈内部 CPU〉 
内部 CPU は、データ処理アプリケーションの制御に使われることを想定したバスプラットホ

ームで、2 命令同時実行型の高性能 32 bit RISC-CPU コアです。 

タイマー、DMA コントローラー、割り込みコントローラーなど、さまざまなペリフェラルを

内蔵しています。 

〈音源〉 
最大 64 音同時発音 Wave Table 音源です。エフェクト処理を行う DSP も内蔵し、内部 CPU 

によって制御されます。 

〈デジタルオーディオインターフェイス [入力]〉 
2 系統のデジタルオーディオ入力インターフェイスです。マスター／スレーブの両モードに対

応しています。16／20／24 bit 2’s コンプリメントのデータに対応しており、サンプリング周波

数は 8kHz～48kHz まで 9 種類をサポートしています。スレーブモード時、サンプリング周波

数を自動検出できます。 

〈デジタルオーディオインターフェイス [出力]〉 
2 系統のデジタルオーディオ出力インターフェイスです。マスター／スレーブの両モードに対

応しています。16／20／24 bit 2’s コンプリメントのデータに対応しており、サンプリング周波

数は 8kHz～48kHz まで 9 種類をサポートしています。スレーブモード時、サンプリング周波

数を自動検出できます。 

〈PLL、クロック生成部〉 
CLKI 端子は、CMOS 入力に加えて、低振幅入力の TCXO 入力もサポートしています。 

PLL 部は、入力されたクロックを元にして YMW820 内部で使うクロックを生成します。 

 

 

 

3MW820A20 9 
 



 
■ 電気的特性 YMW820 

■ 電気的特性 
● 絶対最大定格 

項  目 記号 最小 最大 単位 
DVDD端子 電源電圧 VDVDD −0.3 1.40 V 
PLLVDD端子 電源電圧 VPLLVDD −0.3 1.40 V 
IOVDD1 端子 電源電圧 VIOVDD1 −0.3 4.20 V 
IOVDD2 端子 電源電圧 VIOVDD2 −0.3 4.20 V 
IOVDD3 端子 電源電圧 VIOVDD3 −0.3 4.20 V 
デジタル入力電圧(1) (*1) (*4) VIND1 −0.3 VIOVDD1+0.3 V 
デジタル入力電圧(2) (*2) (*4) VIND2 −0.3 VIOVDD2+0.3 V 
デジタル入力電圧(3) (*3) (*4) VIND3 −0.3 VIOVDD3+0.3 V 
許容損失 (*5) Pd  203 mW 
保存温度 TSTG −50 125 ℃ 

条件 DGND 端子、PLLGND 端子は 0V。 
(*1) 対象端子：IOVDD1 電源で動作する入力端子と入出力端子 
(*2) 対象端子：IOVDD2 電源で動作する入力端子、出力端子と入出力端子 
(*3) 対象端子：IOVDD3 電源で動作する CLKI 端子 
(*4) 電源電圧が推奨動作電圧範囲外のときにも適用されます。 

例：電源端子に印加されている電圧が 0V の場合は、0.3V 以上の入力が定格違反となります。 
(*5) Top= 25℃、PCB (76.2mm×114.3mm×1.6mm) ガラスエポキシ 4 層基板実装、配線密度 100% 時 

Top= 25℃以上で使用する際には 1℃につき 2.03 mW 減少します。 
ある環境条件下を想定し、シミュレーションで算出した値です。参考値とお考えください。 

 

● 推奨動作条件 
項  目 記号 最小 標準 最大 単位 

DVDD、PLLVDD動作電圧 (*1) VDVDD 1.02 1.10 1.20 V 
IOVDD1 動作電圧 VIOVDD1 1.65 1.80 3.60 V 
IOVDD2 動作電圧 VIOVDD2 1.65 1.80 3.60 V 
IOVDD3 動作電圧 VIOVDD3 1.65 1.80 3.60 V 
動作周囲温度 TOP -20 25 85 ℃ 

条件 DGND 端子、PLLGND 端子は 0V。 
(*1) PLLVDD 端子は YMW820 外部で DVDD 端子と抵抗を介して直結してください。 
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■ 電気的特性 YMW820 

● 消費電流 
項  目 条件 標準 (*1) 最大 (*2) 単位 

DVDD + PLLVDD の 
消費電流 

通常動作時 (*4) 
(CPU_FREQ="0"時) 
(CPU_FREQ="1"時) 

 
35 
25 

 mA 

IOVDD1 の消費電流 通常動作時 (*4) 0.5  mA 
IOVDD2 の消費電流 通常動作時 (*5) 0.8  mA 

IOVDD3 の消費電流 
通常試作時（CMOSモード） 0.1  mA 
通常動作時（TCXOモード） 0.1  mA 

パワーオフモード (*3) 全電源の合計 20 60 µA 
パワーセーブモード (*3) 全電源の合計 450 1800 µA 

(*1) ：推奨動作条件の電圧設定 "標準" 条件、周囲温度が 25℃のとき 
(*2) ：推奨動作条件の電圧設定 "最大" 条件、周囲温度が 25℃のとき 
(*3) ：ECS_N 入力端子は VIH=VIOVDD1 固定。 

その他入力端子は VIL=VDGND、VIH= VIOVDD1, VIOVDD2, VIOVDD3 
(*4) ：内蔵 GM 音色に加え、より高品位な音色波形を波形メモリーにダウンロードし、弊社テストコンテン

ツで発音した場合 
(*5) ：DIR、DIT 設定：fs=48.0kHz、BCLK=64fs、マスターモード時 

 

● 直流特性 
項  目 記号 条件 最小 標準 最大 単位 

入力電圧 "H"レベル① VIH (*1) 0.70 × VIOVDD1   V 
入力電圧 "L"レベル① VIL (*1)   0.30 × VIOVDD1 V 
入力電圧 "H"レベル② VIH (*2) 0.70 × VIOVDD2   V 
入力電圧 "L"レベル② VIL (*2)   0.30 × VIOVDD2 V 
入力電圧 "H"レベル③ VIH (*3) 0.75 × VIOVDD2   V 
入力電圧 "L"レベル③ VIL (*3)   0.25 × VIOVDD2 V 
入力電圧 "H"レベル④ VIH (*4) 0.75 × VIOVDD3   V 
入力電圧 "L"レベル④ VIL (*4)   0.25 × VIOVDD3 V 
出力電圧 "H"レベル① VOH (*1) (*5) 0.80 × VIOVDD1   V 
出力電圧 "L"レベル① VOL (*1) (*5)   0.20 × VIOVDD1 V 
出力電圧 "H"レベル② VOH (*2) (*5) 0.80 × VIOVDD2   V 
出力電圧 "L"レベル② VOL (*2) (*5)   0.20 × VIOVDD2 V 

シュミット幅① Vsh1 

TEST_N, 
TEST2_N, 
RST_N, 
RXD 

 0.05 × VIOVDD2  V 

シュミット幅② Vsh2 CLKI (*4)  0.05 × VIOVDD3  V 
入力リーク電流 IL     ±1.0 µA 
入力容量 CI     10 pF 

条件 推奨動作条件下で Capacitor load=50pF 
(*1) 対象端子：IOVDD1 電源で動作する端子 
(*2) 対象端子：SDI[0/1]、LRCK[0/1/2/3]、BCLK[0/1/2/3]、GPIO[0/1/2] 
(*3) 対象端子：RST_N、TEST_N、TEST2_N、RXD 
(*4) 対象端子：CLKI（CMOS モード時） 
(*5) BCLK[0/1/2/3]、GPIO[0/1/2] は、IOH = −2mA、IOL= +2mA。それ以外の出力端子は IOH = −1mA、IOL= 

+1mA 
ただし、IOVDD1、IOVDD2 が 2.20V 未満の場合は全出力端子 IOH= −0.2mA、IOL= +0.2mA となり

ます。 
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■ 電気的特性 YMW820 

● 交流特性 
∙ 電源立ち上げ規定とハードウェアリセット、入力信号の傾き規定 

項  目 記号 最小 標準 最大 単位 
RST_N  "L"パルス幅 （*1） TRSTW 1   μs 
RST_N（不定→L）セットアップ時間 （*2） TRSTS 0   μs 
電源立ち上げ時間 （*3） TVRISE   10 ms 
電源立ち上げ時間差 （*4） TVSKW 0  5 ms 
CLKI、RST_N 以外の入力信号 
立ち上がり、立ち下がり時間 Tr、Tf   20 ns 

条件  推奨動作条件下。 
(*1) DVDD 端子、IOVDD1～3 端子のうち、最後に立ち上がる電源と RST_N 端子との規定です。PLLVDD 

端子は対象外です。 
(*2) IOVDD2 端子と RST_N 端子との規定です。 
(*3) 電源の立ち上がり時間に関する規定です。 

（電源投入 ～ 推奨動作条件で規定されている、電圧の最小値までの立ち上がり時間） 
下図では DVDD 端子だけ示されていますが、IOVDD1～3 端子にも同様の規定があります。 

(*4) DVDD 端子、IOVDD1～3 端子のうち、最も早く立ち上がる電源と最後に立ち上がる電源との、時間

差に関する規定です。 

 

IOVDD[1/2/3]→DVDD の順で立ち上がる場合 
DVDD 端子、IOVDD[1/2/3] 端子の立ち上げ順は自由です。(※) 

PLLVDD 端子の電源立ち上げと RST_N 端子との関係は特に規定はありません。 

下図は、一例として IOVDD[1/2/3] 端子→DVDD 端子という順に立ち上げた場合のタイミン

グチャートを示します。（IOVDD[1/2/3] 端子が同電源前提のタイミングチャートです） 

 

IOVDD1-3

TVRISE

電源投入開始

TVSKW

VDVDD (Min)

TRSTS TRSTW

VIL= 0.25×VIOVDD2
RST_N

DVDD

0.5×VIOVDD[1/2/3] (Typ)

0.5×VDVDD (Typ)

 

図3.  電源立ち上げタイミングチャート 
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■ 電気的特性 YMW820 

 

（※）DVDD、IOVDD* の立ち上げ順は自由ですが、下記の順序を推奨します。 

1.  IOVDD1～3 の立ち上げ（IOVDD1、2、3 の順序は自由です） 

2.  DVDD の立ち上げ。 

3.  リセットの解除（RST_N = “H”） 

 

・DVDD（min.）は、DVDD の推奨動作電圧の最小値を意味します。 

・DVDD（typ.）、IOVDD[1/2/3] (typ.)は、DVDD または IOVDD[1/2/3] 電圧の標準値を意味しま

す。 

・RST_N の不定部分で絶対最大定格違反がないように注意してください。 

 

CLKI, RST_N 以外の
入力信号

Tr

VIH= 0.7 × VIOVDD1 or 0.7 × VIOVDD2

VIL= 0.3 × VIOVDD1 or 0.3 × VIOVDD2

Tf

 
図4.  入力クロック（CLKI）CMOSモード時のタイミングチャート 

 

 電源立ち上げ時の RST_N 入力について 

IOVDD2 端子が立ち上がると同時に、RST_N 端子を "L" にしてください。 

IOVDD2 電源が確定し、RST_N 端子が "L" になっている状態では、IOVDD2 電源で動作す

る端子の入出力方向、および出力端子での出力レベルが確定するような回路構成になっていま

す。 

 

ED15 端子～ED0 端子の入出力方向は、IOVDD1 電源で動作している ECS_N 端子と ERD_N 

端子の入力極性で確定します。（ECPU8BIT 端子が "H"：8bit バス選択時の場合、ED15 端子

～ED8 端子は ECS_N 端子と ERD_N 端子の極性に関係なく入力となります） 

したがって、IOVDD1 端子が先に立ち上がり、まだ DVDD 端子が立ち上がっていない状態で

も ED15 端子～ED0 端子の入出力方向は確定します。（IOVDD1 端子の立ち上がりに合わせて 

ECS_N 端子への "H" 入力を推奨します） 
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■ 電気的特性 YMW820 

∙ 入力クロック（CLKI） 

i) CMOSモード 
項  目 記号 最小 標準 最大 単位 

CLKI 周波数 1 / Tfreq 10  27 MHz 
CLKI 立ち上がり、立ち下がり時間 Trckc、Tfckc   30 ns 
CLKI High時間 Th 15   ns 
CLKI Low時間 Tl 15   ns 
周波数偏差許容範囲 -   ±100 ppm 

条件  推奨動作条件下。 
CLKI 端子への入力はリセット期間中、およびパワーオフ／セーブ状態の間は停止（=0Hz）していても

構いません。 

 
・DVDD 端子と IOVDD[1/2/3] 端子を別電源で使用する場合、DVDD 端子を先に立ち上げてください。 

 

CLKI

Trckc

VIH= 0.75 × VIOVDD3

Tfckc
Th Tl

Tfreq

VIL= 0.25 × VIOVDD3

0.5 × VIOVDD3

 
図5.  入力クロック（CLKI）CMOSモード時のタイミングチャート 
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■ 電気的特性 YMW820 

 

ii) TCXOモード 
項  目 記号 最小 標準 最大 単位 

CLKI周波数 1 / Tfreq 10  27 MHz 
CLKI 立ち上がり、立ち下がり時間 Trckt 、Tfckt   50 ns 

CLKI 振幅 H  （*1） Vmax－Vcenter 0.20  0.35× 
IOVDD3 V 

CLKI 振幅 L  （*1） Vcenter－Vmin 0.20  0.35× 
IOVDD3 V 

安定動作までのウェイト時間 （*1） Twait 2   ms 
フィードバック抵抗 Rck 13.5 27 54 kΩ 
周波数偏差許容範囲 -   ±100 ppm 

条件 推奨動作条件下。 
(*1) : TCXO 部品と CLKI 端子を 1000pF の容量で交流結合した場合の値です。 

交流結合用の容量としては、必ず 1000pF を使用ください。 

 

CLKI

Trckt Tfckt
Th

Tfreq

Vcenter

Vmax

Vmin

Vcenter+0.30V

Vcenter－ 0.30V

 
図6.  入力クロック（CLKI）TCXOモード時のタイミングチャート 

 CLKI 入力の Duty が 50%（High 時間 = Low 時間）になる電圧レベルを Vcenter と定義

します。ただし、Vcenter 定義できないような波形（たとえば、論理的に Duty が崩れた 正

パルス ／ 負パルス等）は入力禁止とします。 

 Trckt、Tfckt の測定ポイントは Vcenter + 0.30 [V] と Vcenter – 0.30 [V] の間の変化時間で

定義します。 

 Tfreq のタイミング測定レベルは Vcenter（ Duty=50% ）です。 

 

 
図7.  Vcenterが定義できる入力とできない入力 
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■ 電気的特性 YMW820 

iii) CLKI外付け回路に関する注意事項 
CKSEL にて、TCXO モード／CMOS モードを選択します。 

設定値によって CLKI 端子の周辺回路、および入力信号の特性が変わりますので使用する際

には注意してください。各モードの入力信号特性に関しては「入力クロック（CLKI）」を参

照してください。 

CKSEL 設定値と CLKI 端子の外付け回路／入力信号の特性は、必ず一致するようにしてく

ださい。 

1000pF

CLKI

YMW820

ここの入力振幅に注意！
CLKI振幅の項目を参照の事

TCXOモードで使用する場合

コンデンサが必要です

CLKI

YMW820

CMOSモードで使用する場合

コンデンサ接続
（AC結合）は禁止

CKSEL設定は必ず”1"にすること

CKSEL設定は必ず”0"にすること
 

図8.  CLKI 端子外付け回路 TCXO モード／CMOS モードの選択 
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■ 電気的特性 YMW820 

∙ 外部 CPUインターフェイスタイミング（8bit、16bit バス） 
 

外部 CPU インターフェイスの交流特性は下記の条件で測定しています。 

測定時の入力条件 ：VIH = 0.80 × VIOVDD1、VIL=0.20 × VIOVDD1 

測定ポイント ：VIH= 0.70 × VIOVDD1、VIL= 0.30 × VIOVDD1 

VOH=0.70 × VIOVDD1、VOL=0.30 × VIOVDD1 

 

ライトサイクル 

項  目 記号 最小 最大 単位 
アドレスセットアップ時間 TADS 30  ns 
アドレスホールド時間 TADH 0  ns 
チップセレクトセットアップ時間 TCSS 30  ns 
チップセレクトホールド時間 TCSH 0  ns 
ライトパルス幅 TWW 30  ns 
データセットアップ時間 TWDS 20  ns 
データホールド時間 TWDH 0  ns 

 

リードサイクル 

項  目 記号 最小 最大 単位 
アドレスホールド時間 TADH 0  ns 
チップセレクトホールド時間 TCSH 0  ns 
ERD_N 端子立ち下がりからのアクセス時間 

(ECPU_DRVS="0") 
(ECPU_DRVS="1") 

TACCRD  
 

50 
60 

ns 

ECS_N 端子立ち下がりからのアクセス時間 
(ECPU_DRVS="0") 
(ECPU_DRVS="1") 

TACCCS  
 

50 
70 

ns 

EA4～EA0 端子確定からのアクセス時間 
(ECPU_DRVS="0") 
(ECPU_DRVS="1") 

TACCAD  
 

50 
60 

ns 

ERD_N 端子立ち上がりからのデータホールド時間 TDHRD 0  ns 
ERD_N 端子立ち上がりからのハイインピーダンス
遷移時間 TDZRD  15 ns 

条件  推奨動作条件下。Capacitor load=50pF、IOH、IOL = 0mA 
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■ 電気的特性 YMW820 

 

i) ライト時のタイミングチャート 
 

EA4-EA0

TADS

ECS_N

EWR_N

ED15-ED0

TADH

TCSS TCSH

TWW

Invalid InvalidValid

TWDS

TWDH

 
図9.  ライトサイクル時のタイミングチャート 

注） 

TADH ：２つのスペック（TCSH、TWDH）が共に最小値（=0ns）以上確保されている条件下で、

EWR_N 端子の立ち上がりが 0.70 × VIOVDD1 に達した時点を基準とした EA4 端子

～EA0 端子のホールド時間。 

TCSH ：２つのスペック（TADH、TWDH）が共に最小値（=0ns）以上確保されている条件下で、

EWR_N 端子の立ち上がりが 0.70 × VIOVDD1 に達した時点を基準とした ECS_N 

端子のホールド時間。 

TWDH ：２つのスペック（TADH、TCSH）が共に最小値（=0ns）以上確保されている条件下で、

EWR_N 端子の立ち上がりが 0.70 × VIOVDD1 に達した時点を基準とした ED15 端

子～ED0 端子のホールド時間。 

 

TADS ：３つのスペック（TCSS、TWW、TWDS）がすべて最小値以上確保されている条件下で、

EWR_N 端子が無効となる時点（0.30 × VIOVDD1）を基準とした EA4 端子～EA0 端

子のセットアップ時間。 

TCSS ：３つのスペック（TADS、TWW、TWDS）がすべて最小値以上確保されている条件下で、

EWR_N 端子が無効となる時点（0.30 × VIOVDD1）を基準とした ECS_N 端子のセッ

トアップ時間。 
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■ 電気的特性 YMW820 

 

ii) リード時のタイミングチャート 
 

EA4-EA0

ECS_N

ERD_N

ED15-ED0

TADH

TCSH

TACCRD

Valid

TDZRD

TDHRD

TACCCS

TACCAD

 
図10.  リードサイクル時のタイミングチャート－その 1 

注） 

TACCAD ：EA4 端子～EA0 端子確定後（0.70 × VIOVDD1 or 0.30 × VIOVDD1）から、ED15 端子～

ED0 端子が確定（0.70 × VIOVDD1 or 0.30 × VIOVDD1）するまでのアクセス時間。 

ERD_N 端子と ECS_N 端子は前もって確定（*1）しているものとします。 

TACCCS ：ECS_N 端子確定後（0.30 × VIOVDD1）から、ED15 端子～ED0 端子が確定（0.70 × 

VIOVDD1 or 0.30 × VIOVDD1）するまでのアクセス時間。EA4 端子～EA0 端子と 

ERD_N 端子は前もって確定（*1）しているものとします。 

TACCRD ：ERD_N 端子確定後（0.30 × VIOVDD1）から、ED15 端子～ED0 端子が確定（0.70 × 

VIOVDD1 or 0.30 × VIOVDD1）するまでのアクセス時間。EA4 端子～EA0 端子と ECS_N 

端子は前もって確定（*1）しているものとします。 

 

TDHRD ：ERD_N 端子が有効から無効に変化するポイント（= 0.30 × VIOVDD1）を基点にして、

ED15 端子～ED0 端子が有効データを出力し続けている（ホールドしている）時間

のこと。TADH、TCSHは、0ns 以上確保しているものとします。 

TDZRD ：TADH、TCSHは 0ns 以上確保した条件下で ERD_N 端子が無効状態（=0.70 × VIOVDD1）

から ED15 端子～ED0 端子がハイインピーダンス状態になるまでの時間。 
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■ 電気的特性 YMW820 

(*1) 前もって確定とは、 

ECS_N 端子の場合 ：ED15 端子～ED0 端子が確定（= 0.70 × VIOVDD1 or 0.30 × VIOVDD1）する時

点を基準とし、TACCCS の時間以上前に ECS_N 端子が確定（0.30 × 

VIOVDD1）している状態をいいます。 

ERD_N 端子の場合 ：ED15 端子～ED0 端子が確定（= 0.70 × VIOVDD1 or 0.30 × VIOVDD1）する時

点を基準とし、TACCRD の時間以上前に ERD_N 端子が確定（0.30 × 

VIOVDD1）している状態をいいます。 

EA4 端子～EA0 端子の場合 ：ED15 端子～ED0 端子が確定（= 0.70 × VIOVDD1 or 0.30 × VIOVDD1）

する時点を基準とし、TACCAD の時間以上前に EA4 端子～EA0 端子が

確定（= 0.70 × VIOVDD1 or 0.30 × VIOVDD1）している状態をいいます。 

 

EA4-EA0

ECS_N 
or

ERD_N

ED15-ED0 Valid

TACCADの最大値以上

TACCCS or  TACCRDの最大値以上

 
図11.  ライトサイクル時のタイミングチャート－その 2 
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■ 電気的特性 YMW820 

iii) アクセス時のウエイト時間 
項  目 記号 最小 最大 単位 

ライト－ライトアクセスのウェイト時間     
（RESETに続くライト時）（*1） TWAITWW 200  ns 

（上記以外） TWAITWW 30  ns 
リード－リードアクセスのウェイト時間 TWAITRR 120  ns 
ライト－リードアクセスのウェイト時間     

（RESETに続くリード時）（*1） TWAITWR 150  ns 
（上記以外） TWAITWR 120  ns 

リード－ライトアクセスのウェイト時間 TWAITRD 30  ns 
(*1) EXTERNAL REG 0x0E RESET への書き込みに続き、書き込み、または読み出しを行う

場合のウェイト時間 
 

EWR_N
TWAITWW

EWR_N
TWAITWR

ERD_N

ERD_N
TWAITRR

VIL

VIL

VIH

VIL

VIH

ERD_N
TWAITRW

EWR_N

VIL

VIH

 

図12.  アクセス時のタイミングチャート 
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■ 電気的特性 YMW820 

∙ 外部 CPUインターフェイスタイミング（SPI） 
 

外部 CPU インターフェイスの交流特性は下記の条件で測定しています。 

測定時の入力条件 ：VIH = 0.80 × VIOVDD1、VIL=0.20 × VIOVDD1 

測定ポイント ：VIH= 0.70 × VIOVDD1、VIL= 0.30 × VIOVDD1 

VOH=0.70 × VIOVDD1、VOL=0.30 × VIOVDD1 

 

入力タイミング 

項  目 記号 最小 最大 単位 
ESCK周波数（ライトアクセス時） (*1) FC  40 MHz 
ESCK周波数（リードアクセス時） (*1) 

(ECPU_DRVS="0") 
(ECPU_DRVS="1") 

FCR  
 

15 
10 

MHz 

ESCK "H"パルス幅 TCH 10  ns 
ESCK "L"パルス幅 TCL 10  ns 
ESCK立ち上がり時間（*1） TCLCH  5 ns 
ESCK立ち下がり時間（*1） TCHCL  5 ns 
ESS_Nセットアップ時間 TSSU 15  ns 
ESS_Nホールド時間 TSHD 15  ns 
ESIセットアップ時間 TDSU 5  ns 
ESIホールド時間 TDHD 10  ns 
HOLD_Nセットアップ時間 THSU 10  ns 
HOLD_Nホールド時間 THHD 10  ns 
ESS_N "H"パルス幅 TSW 20  ns 

(*1) ESCK 最高周波数と、ESCK 立ち上がり時間と ESCK 立ち下がり時間
の最大値は同時に満たすものではありません。 

 

出力タイミング 

項  目 記号 最小 最大 単位 
アクセス時間 

(ECPU_DRVS="0") 
(ECPU_DRVS="1") 

TQV  
 

30 
40 

ns 

データホールド時間 TQX 2  ns 
ハイインピーダンス遷移時間 TQZ  10 ns 
アクセス時間（HOLD_N="L"） 

(ECPU_DRVS="0") 
(ECPU_DRVS="1") 

THV  
 

30 
40 

ns 

ハイインピーダンス遷移時間 
（HOLD_N="L"） THZ  15 ns 

条件 推奨動作条件下。Capacitor load=30pF、IOH= −2mA、IOL = +2mA 
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■ 電気的特性 YMW820 

∙ 入力時のタイミングチャート 
 

モード０，３のとき 

ESS_N
TCH

ESCK

TSSU

ESI

TDSU TDHD

TCL

TCLCH TCHCL

TSW

TSHD

ESO
Hi-Z

LSBMSB

 
図13.  入力時（モード０, ３）のタイミングチャート 

 

モード１，２のとき 

ESS_N
TCL

ESCK

TSSU

ESI

TDSU TDHD

TCH

TCHCL TCLCH

TSW

TSHD

ESO
Hi-Z

LSBMSB

 
図14.  入力時（モード１, ２）のタイミングチャート 
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■ 電気的特性 YMW820 

∙ 出力時のタイミングチャート 
 

モード０，３のとき 

ESO

TQX TQZ

Hi-Z Hi-Z

TQX

TQV

ESS_N

ESCK

MSB LSB

ESI Don’t Care

 
図15.  出力時（モード０, ３）のタイミングチャート 

 

 

モード１，２のとき 

ESO

TQX TQZ

Hi-Z Hi-Z

TQX

TQV

ESS_N

ESCK

MSB LSB

ESI Don’t Care

 
図16.  出力時（モード１, ２）のタイミングチャート 
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■ 電気的特性 YMW820 

∙ ホールド時のタイミングチャート 
 

モード０，３のとき 

ESO
Hi-Z

THZ

ESS_N

ESCK

ESI Don’t Care

HOLD_N

THSUTHHD THSUTHHD

THV

n n+1 n+2

m m+1 m+1 m+2

n+1

 

図17.  ホールド時（モード０, ３）のタイミングチャート 

 

 

モード１，２のとき 
 

ESO
Hi-Z

THZ

ESS_N

ESCK

ESI Don’t Care

HOLD_N

THSUTHHD THSUTHHD

THV

n n+1 n+2

m m+1 m+1 m+2

n+1

 

図18.  ホールド時（モード１, ２）のタイミングチャート 
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■ 電気的特性 YMW820 

∙ デジタルオーディオインターフェイスタイミング 
下記の条件で測定しています。 

測定時の入力条件 ：VIH = 0.80 × VIOVDD2、VIL=0.20 ×VIOVDD2 

測定ポイント ：VIH = 0.70 ×VIOVDD2、VIL=0.30 ×VIOVDD2 

VOH=0.70 ×VIOVDD2、VOL=0.30 ×VIOVDD2 

 

i) マスターモード、スレーブモード共通 
項  目 記号 最小 標準 最大 単位 

SDI 入力セットアップ時間 TSDIS 65   ns 
SDI 入力ホールド時間 TSDIH 65   ns 
SDO 出力遅延時間 

（LRCK変化後最初のビットまで） 
（BCLK変化から SDO出力まで） 

 
TDSDOL 
TDSDOB 

 
0 
0 

 
 

65 
65 

 
ns 
ns 

 

ii) マスターモード時 
項  目 記号 最小 標準 最大 単位 

BCLK 出力周波数 (*2)(*3) 1 / TBCLKW  

64fs_DA 
48fs_DA 
32fs_DA 

(*1) 

 kHz 

BCLK 出力 "H" 期間 TBCLKHW 120   ns 
BCLK 出力 "L" 期間 TBCLKLW 120   ns 
BCLK 出力立ち上がり／立ち下がり時間 TBCLKRF   20 ns 
LRCK 出力周波数 (*3) 1 / TLRCKW  fs_DA (*1)  kHz 
LRCK 出力遅延時間 TDLRCK -50  50 ns 
LRCK 出力立ち上がり／立ち下がり時間 TLRCKRF   20 ns 

 

iii) スレーブモード時 
項  目 記号 最小 標準 最大 単位 

BCLK 入力周波数 1 / TBCLKW  

64fs_DA 
48fs_DA 
32fs_DA 

(*1) 

 kHz 

BCLK 入力 "H" 期間 TBCLKHW 120   ns 
BCLK 入力 "L" 期間 TBCLKLW 120   ns 
BCLK 入力立ち上がり／立ち下がり時間 TBCLKRF   20 ns 

LRCK 入力周波数 1 / TLRCKW  fs_DA 
(*1)  kHz 

LRCK 入力セットアップ時間 TLRCKS 65   ns 
LRCK 入力ホールド時間 TLRCKH 65   ns 
LRCK 入力立ち上がり／立ち下がり時間 TLRCKRF   20 ns 

条件 推奨動作条件下。Capacitor load=30pF 
IOH= −1.0mA,  IOL= +1.0mA （IOVDD≧2.20V の場合） 
IOH= −0.2mA,  IOL= +0.2mA （IOVDD＜2.20V の場合） 
(*1) fs_DA は、デジタルオーディオインターフェイスのサンプリング周波数です。 
(*2) BCLK 出力には論理的なジッタがあります。 
(*3) CLKI 周波数、および PLL の設定によって、理想値の周波数からずれが発生する場合があります。 
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■ 電気的特性 YMW820 

 

 許容される入力周波数（LRCK 周波数）の範囲 

スレーブモードの場合、許容される入力周波数（LRCK 周波数）の範囲が決まっています。 

この範囲を超えた場合には、正常な再生動作を保証できません。 

 

BCLK[0/1/2/3]
(input/output)

SDI[0/1]

TSDIHTSDIS

DIR[0/1]_INV, DIT[2/3]_INV = “0” 時

BCLK[0/1/2/3]
(input/output)

SDI[0/1]

DIR[0/1]_INV, DIT[2/3]_INV = “1” 時

SDO[2/3]

TDSDOL

TSDIHTSDIS

SDO[2/3]

TDSDOL

LRCK[0/1/2/3]
(input/output)

TDSDOB

LRCK[0/1/2/3]
(input/output)

TDSDOB

 
図19.  DIR[0/1]_INV,DIT[2/3]_INV="0"、DIR[0/1]_INV,DIT[2/3]_INV="1"のタイミングチャート 
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■ 電気的特性 YMW820 

 

TBCLKW

TBCLKHW TBCLKLW
TBCLKRF TBCLKRF

BCLK[0/1/2/3]
(output)

TLRCKW

0.5×IOVDD2
LRCK[0/1/2/3]
(output)

LRCK[0/1/2/3]
(output)

TDLRCK

TLRCKRF TLRCKRF

 
図20.  出力タイミングチャート 

TBCLKW

TBCLKHW TBCLKLW
TBCLKRF TBCLKRF

BCLK[0/1/2/3]
(input)

LRCK[0/1/2/3]
(input)

TLRCKH TLRCKS

DIR[0/1]_INV, DIT[2/3]_INV = “0” 時

BCLK[0/1/2/3]
(input)

LRCK[0/1/2/3]
(input)

TLRCKH TLRCKS

DIR[0/1]_INV, DIT[2/3]_INV = “1” 時

TLRCKW

0.5×IOVDD2

TLRCKRF TLRCKRF

LRCK[0/1/2/3]
(input)

 
図21.  入力のタイミングチャート 
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■ 電気的特性 YMW820 

 

iv) バイパスモード時の遅延時間 
バイパスモードに設定した場合の遅延時間です。 

 

項  目 記号 最小 標準 最大 単位 
SDI→SDO 出力遅延時間 TDTHRU   50 ns 
BCLK→BCLK 遅延時間 TDBYPSB   50 ns 
LRCK→LRCK 遅延時間 TDBYPSL   50 ns 

条件 推奨動作条件下。Capacitor load=30pF 

 

SDI[0/1]
0.70×IOVDD2
0.30×IOVDD2

SDO[2/3]

TDTHRU

0.70×IOVDD2
0.30×IOVDD2

BCLK[0/1/2/3]
(input)

0.70×IOVDD2
0.30×IOVDD2

BCLK[0/1/2/3]
(output)

TDBYPSB

0.70×IOVDD2
0.30×IOVDD2

TDBYPSB

LRCK[0/1/2/3]
(input)

0.70×IOVDD2
0.30×IOVDD2

LRCK[0/1/2/3]
(output)

TDBYPSL

0.70×IOVDD2
0.30×IOVDD2

 
図22.  バイパスモードのタイミングチャート 
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■ 電気的特性 YMW820 

∙ GPIO 
下記の条件で測定しています。 

測定時の入力条件 ：VIH = 0.80 × VIOVDD2、VIL=0.20 × VIOVDD2 

測定ポイント ：VIH = 0.70 × VIOVDD2、VIL=0.30 × VIOVDD2 

 

項  目 記号 最小 標準 最大 単位 
パルス幅（割り込み使用時） TGPW 80   ns 

条件 推奨動作条件下。 

 

GPIO[0/1/2]

TGPW

立ち上がりエッジ使用時

GPIO[0/1/2]

TGPW

立ち下がりエッジ使用時

 

図23.  GPIO立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジのタイミングチャート 
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■ パッケージ外形図 YMW820 

 

■ パッケージ外形図 

注）     1.  表面実装LSIは、保管条件、および、半田付けについての特別な配慮が必要です。
          2.  組立工場により、寸法や形状などが異なる場合があります。
               詳しくはヤマハ代理店までお問い合わせください。
Note:　 1. Special attention needs to be paid to the storage conditions and soldering method of the
                 surface mount IC.
            2.  Dimension, form, etc. may differ depending on assembly plants.
                 For details, please contact your local Yamaha agent. 
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 YMW820 

安全上のご注意とお願い 

 
警告 

 

禁止 

絶対最大定格を超えて使用しないでください。絶対最大定格を超えると破壊、損傷および劣化の原因とな

り、破裂・燃焼を起こし、火災の原因となることや、傷害を負うことがあります。 

 

禁止 

デバイスの逆差し、差し違い、または電源のプラスとマイナスの逆接続はしないでください。電流や消費

電力が絶対最大定格を超え、破壊、損傷および劣化の原因になるだけでなく、破裂・燃焼により傷害を負

うことがあります。なお、逆差しおよび差し違いのままで通電したデバイスは使用しないでください。 

 

禁止 

端子間の短絡をしないでください。特に、高電圧端子と低電圧端子等の異なる電源端子が短絡した場合、

発煙、発火、破裂の危険があります。 

 

指示 

スピーカーから発音させるデバイスにおいては、デバイスの誤作動や故障によりスピーカーへの異常出力

が発生した場合の製品、システム設計における安全対策をお願いします。スピーカーは振動板の振動に伴

う空気流動でボイスコイル部の熱を放熱します。デバイスの故障等により、ＤＣ信号（数Ｈｚ程度以下）

が入力されると放熱性が急激に低下し、たとえ定格入力以下で使用していても、ボイスコイルの断線、ス

ピーカーの発煙、発火につながる場合があります。 

 

 
注意 

 

禁止 

当社製品が発煙・発火したことによる延焼を防ぐために、また、周辺の影響により当社製品が発煙・発火

しないように、燃焼体、発火物、引火物の近くでは使用しないでください。 

 

指示 

一般に半導体製品は誤作動したり、経年変化、劣化等により故障することがあります。半導体製品の誤作

動や故障により、生命・身体・財産が侵害されることのないように、製品、システムの安全設計、用途に

応じたフェイルセーフなどの対策をお願いします。 

 

指示 

デバイスに内蔵されたＤＳＰが、外乱等によって誤動作し、突然最大振幅波形が出力され、後続するヘッ

ドフォンや外部アンプが損傷したり、耳に損傷が発生する可能性があります。デバイスの誤作動や故障に

対し、製品、システム設計における安全対策をお願いします。 

 

指示 

半導体デバイスは、不燃性ではありませんので、過電流の発生や故障の場合に発煙・発火する場合があり

ます。 動作時または故障時にも過電流が流れ続けないよう、過電流防止等の安全設計をお願いします。 

 

指示 

デバイスに内蔵された保護回路が正常に動作しなかった場合を想定しての安全対策をお願いします。デバ

イスに内蔵された、過電流保護回路、高温保護回路はどのような場合でもデバイスを保護するわけではあ

りません。使用方法や状況により、保護回路が正常に動作しなかったり、動作する前にデバイスが破壊し

たりすることがあります。 

 

指示 

安定した電源を使用してください。電源が不安定な場合、保護機能が動作せず、デバイスが破壊したり、

また、デバイスの破壊により、傷害を負ったり発煙・発火に至ることがあります。 

 

指示 

実装したデバイスの端子上に、外部から導電性物質 (金属ピンなど) が落下し、ショート状態にならない

ように筐体設計上の配慮をしてください。また、筐体は破裂・燃焼による飛散防止などを考慮した設計を

してください。飛散物による傷害を負うことがあります。 

 

指示 

デバイスは動作時、発熱により高温になる場合があります。動作時のデバイスに直接触れると火傷をする

場合がありますので、注意してください。 

 

指示 

一般に半導体製品は、静電気により特性劣化や破壊を起こす場合があります。デバイスの取り扱い時には

静電気に注意してください。 

v04 

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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